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１．概要（Summary） 

集積回路の高密度実装向けにフリップチップ実装技術

への関心が一層高まっている。フリップチップ実装では，

チップに形成されたマイクロバンプをプリント基板上の配

線に接合して相互接続を実現する。集積回路の高機能

化に伴いマイクロバンプの密度ならびに数ともに増加して

いる。また，究極には回路領域上にもバンプ接合する技

術の開発も嘱望されている。接合にはハンダを用いるの

が一般的であるが，接合時の昇温に伴いバンプ密度の向

上に限界がり，より低温で接合可能な超音波接合が次世

代のフリップチップ実装技術として注目されている。この

技術をさらに発展させるためには，バンプの形状の変化

による接合挙動の変化を調査する必要がある。我々は，

フリップチップ接合時にシリコン回路面に発生する動的歪

みを計測するセンサーの開発を進めている[1]．これまで

2 軸方向の歪みを時間，空間分解して計測する技術を開

発してきた．これを利用して，ワイヤーボンディングにおけ

る接合挙動を解明してきた[2]． 

今回，フリップチップ接合の挙動解析用のセンサーを

財団法人 北九州産業学術推進機構の微細加工プラッ

トフォームの設備を利用して作製した． 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 イオン注入装置 

【実験方法】 

九州大学でセンサーゲージ部の予備加工を施したシリ

コンウェーハ(直径 4 インチ)にイオン注入を行った．注入

は先ず，N型用ドーピングとして Pイオンを加速エネ

ルギー65[keV]でドース量 1.0×1015[cm-2]にてイオン

注入した．その後，ウェーハを九州大学に持ち帰り，

さらなる加工を施し，P型ドーピングとして，BF2イ

オ ン を 加 速 エ ネ ル ギ ー 107[keV] ， ドー ス 量 

1.0×1015[cm-2] の注入を行った． 

  

３．結果と考察（Results and Discussion） 

作製した歪みセンサーアレイの顕微鏡像を Fig. 1 に

示す。P 型の N 型の抵抗ゲージ対が一つの歪みセンサ

ーになっており，それをアレイ化することでバンプ列の接

合挙動が同時に計測できるようにしたものである。 

Fig. 2 に計測結果の一例を示す。超音波(48.5ｋHz)の

振動に応じて歪みが変化していること，およびバンプの両

側において歪みの位相が反転していることを明瞭に捉え

ることができた。 

 

 

 
Fig. 1 Microphotograph showing the strain sensor 

with interconnect metallization. 
 

 

 

 
Fig. 2 Microphotograph showing the strain sensor 

with interconnect metallization. 
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